
등록특허  10-0383163

- 1 -

(19)대한민국특허청(KR)

(12) 등록특허공보(B1)

(51) 。Int. Cl. 7

G02F 1/133

(45) 공고일자

(11) 등록번호

(24) 등록일자

2003년05월16일

10-0383163

2003년04월24일

(21) 출원번호 10-2002-0006678 (분할) (65) 공개번호 특0000-0000000

(22) 출원일자 2002년02월06일 (43) 공개일자 0000년00월00일

(62) 원출원 특허 특2001-0045855

원출원일자 : 2001년07월30일 심사청구일자 2001년07월30일

(30) 우선권주장 JP-P-1995-00350229 1995년12월21일 일본(JP)

(73) 특허권자 가부시키가이샤 한도오따이 에네루기 켄큐쇼

일본국 가나가와켄 아쓰기시 하세 398

(72) 발명자 장홍용

일본국242가나가와켄야마토시후카미다이1-10-15파레스미야가미302

(74) 대리인 황의만

심사관 : 고종욱

(54) 표시장치

요약

본 발명은 시일재(seal材)의 단차(段差)들을 똑같게 하여 액정표시장치의 제조수율과 신뢰성을 향상시키는 것에 관한

것이다. 전기적으로 접속되어 있지 않은 각주(角柱) 형상의 첫번째 층의 더미(dummy) 배선(301)이 영역(R1, R2)에 

형성되고, 화소부로부터 연장하는 배선(302)이 영역(R3)에 형성되며, 접속 단부(303a)를 가진 배선(303)이 영역(R4)

에 형성되도록 주사선의 출발막을 패터닝한다. 이들 표면에 층간절연막이 형성된 후에, 신호선의 출발막을 패터닝하

여, 두번째 층의 더미 배선(304)이 배선(301)과 배선(303) 사이의 간격을 매립하도록 형성됨과 동시에, 화소부로부터

연장하는 배선(305)과 배선(303)이 서로 접속되도록 한다. 그 결과, 시일재 형성 영역(107)의 A-A'선에 따른 단면 

구조가 똑같게 될 수 있다.

대표도

도 1

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 실시예 1∼5에 따른 액정표시장치를 나타내는 상면도.

도 2A∼도 2E는 실시예 1∼5에 따른 TFT 제작공정을 나타내는 도면.

도 3은 실시예 1에 따른 시일재의 하부 구조 제작공정을 나타내는 도면.

도 4는 실시예 1에 따른 시일재의 하부 구조 제작공정을 나타내는 도면.

도 5는 도 4의 A-A'선을 따라 취한 단면도 및 도 7의 B-B'선을 따라 취한 단면도.

도 6은 도 4의 A-A'선을 따라 취한 단면도 및 도 8의 B-B'선을 따라 취한 단면도.
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도 7은 실시예 2에 따른 기판간격 보정수단 제작공정을 나타내는 도면.

도 8은 실시예 2에 따른 기판간격 보정수단 제작공정을 나타내는 도면.

도 9는 실시예 3에 따른 기판간격 보정수단 제작공정을 나타내는 도면.

도 10은 도 9의 C-C'선을 따라 취한 단면도.

도 11은 도 9의 D-D'선을 따라 취한 단면도.

도 12는 실시예 4에 따른 기판간격 보정수단을 나타내는 상면도.

도 13은 도 12의 E-E'선을 따라 취한 단면도.

도 14는 실시예 5에 따른 기판간격 보정수단을 나타내는 상면도.

도 15는 도 14의 F-F'선을 따라 취한 단면도.

도 16은 종래예 1에 따른 액정표시장치를 나타내는 상면도.

도 17은 종래예 2에 따른 액정표시장치를 나타내는 상면도.

* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명

101: 소자 기판 102: 화소부

103: 신호선 구동회로 104: 주사선 구동회로

105: 신호선 106: 주사선

107: 시일재 형성 영역 108: 외부 단자

109: 배선 111: 액정 셀

112: 화소 TFT 201: 기판

203, 204, 205: 활성층 206: 게이트 절연막

207, 208, 209: 게이트 전극 210. 211. 212: 약한 n형 영역

213, 214, 218: 마스크 215, 216: 강한 n형 영역(소스/드레인)

217: 약한 n형 영역 219: 강한 p형 영역(소스/드레인)

220: 층간절연막 227: 패시베이션막

228: 화소전극 301: 첫번째 층의 더미(dummy) 배선

302, 303: 배선 304: 두번째 층의 더미 배선

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 기판들을 접합할 때 일어나는 불량을 감소시킨 액티브 매트릭스 방식의 액정 표시장치에 관한 것으로, 보

다 상세하게는, 주변회로 일체형의 액정 표시장치에 관한 것이다.

종래의 액티브 매트릭스형 액정 표시장치는, 화소부에 매트릭스 형태로 배치된 MIM과 같은 2단자 소자 또는 TFT와 

같은 3단자 소자의 스위칭 작용을 이용하여 한 쌍의 화소전극들 사이에 보유된 액정재료의 투광성과 같은 광학 특성

을 제어하여 표시를 행하도록 설계되어 있다. 일반적으로, 비정질 규소를 사용한 TFT가 화소전극의 스위칭 소자에 

널리 사용되어 왔다.

그러나, 비정질 규소의 전계효과 이동도가 0.1∼1 cm/Vs 정도로 낮기 때문에, 비정질 규소를 사용한 TFT는 화소전

극에 접속된 TFT를 제어하는 주변 구동회로에 배치될 수 없다.

이 때문에, 종래의 액티브 매트릭스형 액정 표시장치에서는, 반도체 집적회로로 구성된 주변 구동회로가 TAB(테이프

자동화 실장) 기술 또는 COG(chip on glass) 기술에 의해 액정 패널에 외부에서 부착된다.

도 16은 주변 구동회로가 외부에서 부착된 종래예 1에 따른 액티브 매트릭스형 액정 패널의 개요를 나타내는 도면이

다. 도 16에 나타낸 바와 같이, 예를 들어, 유리 또는 석영으로 만들어진 소자 기판(1)상에 주사선(2)들과 신호선(3)들

이 매트릭스 형상으로 배치되어 있고, 화소부(4)에서는, 주사선과 신호선의 각 교차부에 화소전극과 그 화소전극을 

위한 스위칭용 화소 TFT가 접속되어 있다. 주사선(2)과 신호선(3)은 각각 시일재(seal材) 영역(5)의 외측까지 연장하

여 있고, 이 때문에, 시일재를 가로지르는 배선들의 수가 최소한 주사선(2) 및 신호선(3)의 수만큼이다. 이들 배선의 

단부들이 그대로 연장 단자(6)를 형성하고, 그 연장 단자(6)가 주변 구동회로(도시되지 않음)와 접속된다. 또한, 소자 

기판(1)이 시일재 영역(5)에 형성된 시일재를 통해 대향 기판(도시되지 않음)에 접합되고, 이들 기판 사이에 시일재를

통하여 액정재료가 주입된다.

또한, 최근, 전계효과 이동도가 큰 TFT를 얻기 위해, 결정성 규소를 이용한 TFT를 제작하는 기술이 활발히 연구되고

있다. 결정성 규소를 이용한 TFT는 비정질 규소 TFT보다 현격한 고속동작을 가능하게 하며, 결정성 규소로부터 N

MOS TFT뿐만 아니라 PMOS TFT도 마찬가지로 얻어져 CMOS 회로를 형성할 수 있다. 따라서, 동일 기판상에 표시

부와 주변 구동회로가 제작될 수 있다.

도 17은 주변 구동회로와 표시부가 패널상에 일체화된 종래예 2에 따른 액티브 매트릭스형 액정표시장치의 개요를 

나타내는 도면이다. 도 17에 나타낸 바와 같이, 예를 들어, 유리 또는 석영으로 된 소자 기판(11)상에 화소부(12)가 

배치되고, 화소부(12) 주위에서 화소부(12)의 상측에 신호선 구동회로(13)가 배치되고, 화소부의 좌측에 주사선 구동
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회로(14)가 배치되어 있다. 신호선(15)과 주사선(16)은 각각 신호선 구동회로(13)와 주사선 구동회로(14)에 접속되

어 있다. 신호선(15)과 주사선(16)은 화소부(12)에서 격자를 형성하고, 신호선(15)과 주사선(16)의 한쪽 단부들이 시

일재 영역(17)의 외측까지 연장하며, 도시되지 않은 제어회로, 전원 등에 접속되어 있다. 또한, 시일재 영역(17)에 형

성된 시일재를 통하여 소자 기판(11)과 대향 기판(18)이 함께 접합되고, 이들 기판(11, 14) 사이 에 액정재료가 끼워

져 있다. 또한, 소자 기판(11)상에는 외부 단자(19)가 배치되어 있다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

도 16에 나타낸 종래예 1에서는, 화소부(4) 주위의 배선 구조가 도면의 지면(紙面)에서 상하좌우로 대칭적이기 때문

에, 시일부의 단차(段差)들이 균일하게 되어 기판들 사이의 간격을 균일하게 할 수 있다.

그러나, 종래예 1에서는, 주변 구동회로가 시일재의 외측에 접속되기 때문에, 많은 수의 배선이 시일재를 가로지르게 

되고, 구동회로를 화소부에 접속하는 배선들과 시일재 사이의 계면으로부터 수분이 침입하여, 액정재료가 열화(劣化)

되는 문제가 생긴다. 또한, 주변 구동회로가 외측에 배치되어 있으므로, 장치 자체가 대형화한다.

상기 문제들을 회피하기 위해, 도 17에 나타낸 종래예 2에 따른 주변 구동회로 일체형의 액티브 매트릭스형 액정 표

시장치에서는, 시일재 영역(17)의 내측에 주변 구동회로를 배치하고 있다. 또한, 일반적으로 용장(冗長) 회로의 제공 

없이 일측 구동 방식이 채용되어 있다. 이 때문에, 도 17에 나타낸 바와 같이, 배선들이 소자 기판(11)의 우측과 하측

에서만 시일재를 가로질러 통과하기 때문에, 배선 구조는 도면의 지면에서 상하좌우로 대칭성을 갖지 않으며, 주변 

구동회로측의 시일재의 단차와 배선 연장측의 시일재의 단차가 서로 다르게 된다. 따라서, 기판들을 함께 접합함에 

있어서, 기판에 압력이 균일하게 가해지지 않기 때문에, 기판들 사이의 간격을 균일하게 하는 것이 어렵다. 그 결과, 

표시 불균일이 일어나거나 화질이 저하한다.

특히, 주변 구동회로측의 시일재의 단차가 낮기 때문에, 기판들을 접합할 때, 주변 구동회로에서 배선들이 상하 사이

에서 단락(短絡)되어 선(線)결함을 발생하기 쉬운 경우가 있을 수 있다. 이런 문제는 주변 구동회로 일체형 액정표시

장치의 생산수율의 저하 또는 신뢰성의 저하와 같은 부가적인 원인을 야기한다.

또한, 화소부에 있어서, 가장 돌출된 부분은 주사선과 신호선이 겹치는 영역이고, 이 영역에는, 주사선, 신호선, 이들 

선을 분리하는 층간절연막 뿐만 아니라, 화소전극, 블랙 매트릭스 등도 서로 적층되어 있다. 일반적으로, 기판들 사이

의 간격을 유지하기 위한 주상(柱狀) 섬유가 시일재와 혼합된다. 섬유의 칫수는, 화소부의 돌출부의 두께와 시일재 내

측에 분산된 스페이서의 칫수 외에 마진(margin)을 고려하여 얻은 값으로 설정되어, 시일재의 단차가 화소부보다 높

게 되도록 한다. 그러나, 스페이서가 화소부의 돌출부에 배치되면, 화소부가 시일재보다 높게 되고, 이 상태에서 기판

들이 접합된 때, 주사선과 신호선이 스페이서를 통하여 상하 사이에서 단락되어 점(点)결함과 선(線)결함을 야기한다.

본 발명은 종래 장치의 상기한 문제들을 제거하기 위해 아루어진 것으로서, 본 발명의 목적은 화질이 뛰어나고 신뢰

성이 높은 주변 구동회로 일체형의 액정표시장치를 제공하는데 있다.

발명의 구성 및 작용

상기 문제들을 해결하기 위해, 본 발명에 따르면, 매트릭스 회로를 가진 소자 기판과; 그 소자 기판과 대향하는 대향 

기판과; 그 소자 기판과 대향 기판을 접 합하기 위한 시일재와; 적어도 하나의 층으로 이루어진 적층 구조를 가지며, 

상기 시일재가 형성된 영역에 배치되는 기판간격 보정수단을 포함하는 액정 표시장치가 제공된다.

또한, 본 발명에 따르면, 매트릭스 형태로 배치되고 제1 층간절연막에 의해 서로 분리되어 있는 신호선과 주사선을 갖

는 매트릭스 회로와, 그 신호선과 주사선의 교차점에 배치되고 제2 층간절연막에 의해 신호선으로부터 분리되어 있는

화소전극과, 상기 매트릭스 회로를 제어하기 위한 주변 구동회로를 가지는 소자 기판과; 그 소자 기판과 대향하는 대

향 기판과; 상기 매트릭스 회로를 둘러싸며 상기 소자 기판과 상기 대향 기판을 접합하는 시일재와; 상기 신호선과 동

일한 재료로 된 제1 지지수단과, 상기 제1 층간절연막과, 상기 신호선과 동일한 재료로 된 제2 지지수단과, 상기 소자

기판의 시일재 형성 영역에서 서로 다른 층으로 형성된 제2 층간절연막을 가지는 기판간격 보정수단을 포함하는 액

정 표시장치가 제공된다.

또한, 본 발명에 따르면, 매트릭스 형태로 배치되고 제1 층간절연막에 의해 서로 분리되어 있는 신호선과 주사선을 갖

는 매트릭스 회로와, 그 신호선과 주사선의 교차점에 배치되고 제2 층간절연막에 의해 신호선으로부터 분리되어 있는

화소전극과, 그 화소전극을 작동시키기 위한 박막트랜지스터와, 상기 매트릭스 회로를 제어하기 위한 주변 구동회로

를 가지는 소자 기판과; 상기 소자 기판과 대향하는 대향 기판과; 상기 매트릭스 회로를 둘러싸며 상기 소자 기판과 

상기 대향 기판을 접합하는 시일재와; 상기 주사선과 동일한 재료로 된 적어도 하나의 지지수단과, 상기 제1 층간절연

막과, 상기 소자 기판의 시일재 형성 영역에서 서로 다른 층으로 형성된 제2 층간절연막을 가지는 기판간격 보정수단

을 포함하는 액정 표시장치가 제공된다.

첨부도면을 참조하여 본 발명의 실시형태를 설명한다.

도 1은 본 발명의 실시예에 따른 액티브 매트릭스형 액정 표시장치의 소자 기판의 개요를 나타내는 도면으로서, 소자

기판(101)상에는, 표시부, 즉, 화소부(102)와, 주변 구동회로, 즉, 신호선 구동회로(103) 및 주사선 구동회로(104)가 

배치되어 있다.

도 1에 나타낸 바와 같이, 신호선(105)과 주사선(106)이 도면의 지면(紙面)의 우측 및 하측에서 시일재 형성 영역(10

7)을 가로질러 통과하지만, 주변 구동회로(103, 104)측의 시일재 형성 영역(107)에서는 이들 선이 가로지르지 않는

다. 이 때문에, 본 발명에서는, 시일재의 단차를 균일하게 하는 기판간격 보정수단이 형성된다.
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도 6은 시일재의 폭방향을 따라 취한 기판간격 유지수단의 단면을 나타내는 도면이다. 도 6에 나타낸 바와 같이, 시일

재 형성 영역에서, 주사선(106)과 동일한 재료로 된 제1 지지부재, 즉, 첫번째 층의 더미(dummy) 배선(301) 및 배선(

302, 303)과, 신호선(105)과 주사선(106)을 분리시키는 층간절연막(220)과, 신호선(105)과 동일한 재료로 된 제2 지

지부재, 즉, 두번째 층의 더미 배선(304)이 서로 적층되어 있다. 특히, 두번째 층의 더미 배선(304)이 첫번째 층의 더

미 배선(301) 및 배선(302, 303) 위에 존재하지 않도록 설계되기 때문에, 시일재 형성 영역(107)의 가장자리부를 따

라서의 기판간격 유지수단의 단면구조가 균일하게 되어, 시일재의 단차를 균일하게 할 수 있다.

도 15는 시일재의 폭방향을 따라 취한 다른 기판간격 유지수단의 단면을 나타내는 도면이다. 도 15에 나타낸 바와 같

이, 시일재 형성 영역에서, 주사선(106)과 동일한 재료로 된 제1 지지부재, 즉, 첫번째 층의 더미 배선(401)과, 신호선

(105)과 주사선(106)을 분리시키는 층간절연막(220)과, 신호선(105)과 동일한 재료로 된 제2 지지부재, 즉, 두번째 

층의 더미 배선(701)이 서로 적층되어 있다. 매트릭스 회로의 두께가 최대인 영역은 신호선(105)과 주사선(106)이 겹

치는 영역이다. 이 영역에서는, 적어도 소자 기판상에서 신호선, 층간절연막, 주사선 및 패시베이션막이 서로 적층되

어 있다. 따라서, 본 발명에서는, 첫번째 층의 더미 배선(401)과 두번째 층의 더미 배선(701)이 겹치도록 설계되어 있

어, 기판간격 유지수단의 단차를 매트릭스 회로의 두께가 최대가 되는 영역의 높이와 거의 같게 할 수 있다. 또한, 스

페이서를 갖는 매트릭스 회로의 단차가 시일재보다 낮게 되어 있어, 기판들을 함께 접합할 때 요구되는 압력을 시일

재에 의해 지지할 수 있다. 그 결과, 스페이서가 주사선과 신호선이 상하 사이에서 단락되는 것을 방지할 수 있다. 신

호선(105)과 주사선(106)이 겹치는 영역에서는, 화소전극, 블랙 매트릭스 등이 서로 적층되어 있기 때문에, 기판간격

유지수단도 화소전극, 블랙 매트릭스 등이 기판간격 유지수단에서 서로 적층되도록 설계될 수 있다.

도 4는 기판간격 보정수단을 나타내는 상면도로서, 시일재 형성 영역(107)에서 첫번째 층의 선형 더미 배선(301) 및 

배선(302, 303)과 두번째 층의 더미 배선(304)이 등간격으로 교대로 배치되어 있다.

매트릭스 회로로부터 연장하는 주사선이 시일재 형성 영역(107)을 가로지르는 영역(R3)에서 첫번째 층의 배선(302)

과 일체로 형성되고, 시일재 형성 영역의 외측으로 연장하여 있다. 한편, 매트릭스 회로로부터 연장하는 신호선은 시

일재 형성 영역(107)의 내측에서, 시일재 형성 영역(107)을 가로지르는 첫번째 층의 배선(303)에 접속된다.

상기한 바와 같이, 본 발명에 따르면, 시일재 형성 영역(107)을 가로지르고 소자 기판의 외부 회로에 전기적으로 접속

되는 배선이 첫번째 층의 배선(302, 303)만으로 만들어져, 시일재의 단차를 보다 균일하게 할 수 있다.

또한, 도 8에 나타낸 바와 같이, 매트릭스 회로, 즉, 화소부(102) 또는 주변 구동회로(103, 104)로부터의 배선은 영역

(R1, R2)에서 시일재 형성 영역(107)을 가로지르지 않는다. 이 배선은 첫번째 층의 더미 배선(401)을 분단하지 않고 

시일재 형성 영역(107)의 폭과 거의 같은 구형파 형상으로 형성된다. 그 결과, 첫번째 층의 배선이 시일재 형성 영역(

107)의 폭방향으로 임의의 단면구조로 존재하기 때문에, 외부로부터 수분이 침입하는 것이 방지될 수 있다.

또한, 본 발명에 있어서는, 기판간격 유지수단이 화소전극을 구동하는 박막트랜지스터와 함꼐 형성되도록 설계되고, 

첫번째 층의 배선이 신호선과 함께 형성되며, 두번째 층의 배선이 주사선과 함께 형성된다.

이하, 첨부도면을 참조하여 본 발명의 실시예들을 상세히 설명한다.

도 1은 주변 구동회로가 표시부와 일체로 된 본 발명의 실시예 1∼5에 따른 액티브 매트릭스형 액정표시장치의 소자 

기판의 개요를 나타내는 도면이다. 도 1 에 나타낸 바와 같이, 유리, 석영 등으로 만들어진 소자 기판(101)상에 화소

부(102)가 배치되고, 그 화소부(102) 주변에서 상측에는 신호선 구동회로(103)가 배치되고, 좌측에는 주사선 구동회

로(104)가 배치되어 있다. 신호선 구동회로(103)와 주사선 구동회로(104)는 각각 신호선(105)과 주사선(106)을 통

하여 화소부(102)에 접속되어 있다. 신호선(105)과 주사선(106)은 화소부(102)에서 격자를 형성하며, 그 선들의 교

차부에 액정 셀(111)과 화소 TFT(112)가 직렬로 접속되어 있다. 화소 TFT(112)에서, 게이트 전극이 주사선(106)에

접속되고, 소스 전극이 신호선(105)에 접속되며, 드레인 전극이 액정 셀(111)의 화소전극에 접속되어 있다.

또한, 화소부(102)와 신호선 구동회로(103) 및 주사선 구동회로(104)를 둘러싸도록 시일재 형성 영역(107)이 배치되

어 있다. 소자 기판(101)은 시일재 형성 영역(107)에 형성된 시일재를 통하여 대향 기판(도시되지 않음)에 접합되고, 

그들 기판 사이에 액정재료가 밀봉적으로 보유되어 있다.

도면의 우측 아래에서, 신호선(105)과 주사선(106)이 패널 등의 외측의 제어회로에 접속되도록 시일재 형성 영역(10

7)의 외부로 연장하여 있다. 또한, 외부 단자(108)가 소자 기판(101)상에 배치되고, 배선(109)을 통하여 신호선 구동

회로(103)와 주사선 구동회로(104)에 각각 접속되어 있다.

[실시예 1]

본 실시예 1에서는, 도 1에 나타낸 액티브 매트릭스형 액정표시장치에서, 시일재의 단차를 균일하게 하기 위해, 신호

선(105)과 주사선(106)의 출발막으로부터 성형되고 전기적으로 절연된 배선 패턴(더미(dummy) 배선 구조)을 시일

재 형성 영역(107)에 배치하여 시일재의 하부 구조를 균일하게 함으로써 시일재의 단차를 균일하게 하는 것을 특징으

로 한다. 또한, 이 실시예에서는, 상기 배선 패턴이 액정 패널상에 배치된 TFT와 함께 제작된다.

본 실시예에 따른 액티브 매트릭스 액정 패널을 제작하는 공정을 도 2∼도 6을 참조하여 설명한다. 도 2는 TFT 제작

공정을 나타내는 단면도로서, 도 2의 좌측은 주변 구동회로에 배치되는 구동회로 TFT를 제작하는 공정을 나타내고, 

도2의 우측은 화소부에 배치되는 화소 TFT를 제작하는 공정을 나타낸다.

또한, 도 3∼도 6은 첫번째 층의 더미 배선을 나타내는 도면으로서, 도 3 및 도 4는 도 1에서 타원으로 나타낸 영역(R

1∼R4)의 확대도인 시일재 형성 영역(107)의 개략 상면도를 나타내고, 도 5 및 도 6은 도 3 및 도 4에서 A-A'선을 따

라 취한 단면도이다.

도 2에 나타낸 바와 같이, TFT의 제작에 있어서는, 먼저, 석영기판 또는 유리기판과 같은 기판(201)상에 하지(下地) 

산화막(202)으로서 두께 1000∼3000 Å의 산화규소막을 형성한다. 그 산화규소막을 형성하는 방법으로서는, 산소 

분위기에서의 스퍼터링법 또는 플라즈마 CVD법이 사용될 수 있다.
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이어서, 플라즈마 CVD법 또는 LPCVD법에 의해 비정질 규소막을 300∼1500 Å, 바람직하게는, 500∼1000 Å의 

두께로 형성한다. 그 다음, 500℃ 이상, 바람직하게는, 800∼950℃의 온도로 비정질 규소막에 대하여 열 어닐을 행하

여 그 규소막을 결정화시킨다. 열 어닐에 의해 규소막이 결정화된 후, 결정성을 더욱 향상시 키기 위해, 결정화된 규소

막에 광 어닐을 행할 수도 있다. 또한, 열 어닐에 의한 규소막의 결정화에 있어서는, 일본국 공개특허공고 평6-24410

3호 및 평6-244104호 공보에 개시된 바와 같이, 규소의 결정화를 촉진시키는 니켈과 같은 원소(촉매원소)를 첨가할 

수도 있다.

그 다음, 이렇게 결정화된 규소막을 에칭하여, 섬형상의 주변 구동회로의 TFT(구동회로 TFT)의 활성층(203(p채널

형 TFT용), 204(n채널형 TFT용))과, 화소부의 TFT(화소 TFT)의 활성층(205)을 형성한다. 또한, 산소 분위기에서

의 스퍼터링법에 의해 게이트 절연막(206)으로서 두께 500∼2000 Å의 산화규소막을 형성한다. 이 산화규소막을 형

성하는 방법으로서는, 플라즈마 CVD법이 사용될 수도 있다. 플라즈마 CVD법에 의해 산화규소막을 형성하는 경우에

는, 원료가스로서 일산화이질소(N  2 O) 또는 산소(O  2 )와 모노실란(SiH  4 )을 사용하는 것이 바람직하다.

그후, 첫번째 층의 배선의 출발막을 형성한다. 본 실시예에서는, 두께 2000 Å∼5 μm, 바람직하게는, 2000∼6000 

Å의 다결정 규소막(전기전도성을 높이기 위해 소량의 인을 함유한다)을 LPCVD법에 의해 기판의 전체 표면에 형성

한다. 그 다음, 이렇게 형성된 다결정 규소막을 에칭하여 게이트 전극(207, 208, 209)을 형성한다.(도 2A)

또한, 본 실시예에서는, 게이트 전극(207∼209)이 형성됨과 동시에, 도 3에 나타낸 바와 같이, 시일재 형성 영역(107

)에도 첫번째 층의 배선의 출발막을 패터닝하여 배선 패턴을 형성한다.

주사선 구동회로측 영역(R1)과 신호선 구동회로측 영역(R2)에서는 시일재 형성 영역(107)을 가로지르는 배선 패턴을

형성하는 것이 불필요 하기 때문에, 규소막을 패터닝하여, 서로 전기적으로 접속되지 않고 등간격으로 배치되는 첫번

째 층의 선형 더미 배선(301)이 형성된다.

주사선 연장측 영역(R3)에서는, 배선(302)이 시일재 형성 영역(107)을 가로지르도록 형성된다. 이 배선(302)은 도 1

에 나타낸 주사선(106)에 대응하고, 화소 TFT의 게이트 전극(209)의 연장부에 의해 형성된다.

신호선 연장측 영역(R4)에서는, 배선(303)이 시일재 형성 영역(107)을 가로지르도록 형성된다. 화소부(102)측의 배

선(303)의 단부부분에는, 화소부(102)로부터 연장하는 두번째 층의 배선과 접속하기 위한 접속 단부(303a)가 형성된

다.

더미 배선(301)과 배선(302, 303) 사이의 간격은 주사선(106)들 사이의 간격과 동일하도록, 즉, 화소들 사이의 간격

과 대략 동일하도록 설정된다. 본 실시예에서는, 첫번째 층의 더미 배선(301)과 배선(302) 및 배선(303) 사이의 간격

이 약 50 μm로 설정되고, 그들의 폭은 약 10 μm로 설정된다.

따라서, 첫번째 층의 더미 배선(301), 배선(302) 및 배선(303)이 도 5에 나타낸 바와 같이 시일재 형성 영역(107)에

서 등간격으로 배치되기 때문에, 시일재 형성 영역(107)의 단면구조가 균일하게 될 수 있다.

게이트 전극(207∼209), 첫번째 층의 더미 배선(301), 배선(302, 303)의 출발막들의 재료는 규소막에 한정되지 않고

, 통상 사용되는 게이트 전극의 재료가 그들의 출발막의 재료로 사용될 수도 있다. 예를 들어, 실리사이드, 또는 양극

산화 가능한 재료인 알루미늄, 탄탈, 크롬, 몰리브덴 등이 사용될 수도 있다.

이어서, 도 2B에 나타낸 바와 같이, 이온 도핑법에 의해, 게이트 전극(207∼209)을 마스크로 사용하여 자기정합적으

로 포스핀(PH  3 )을 도핑 가스로 하여 모든 섬형상 활성층(203∼205)내에 인(P)을 주입한다. 도즈량은 1×10 
 12 ∼5

×10  13 원자/cm  2 으로 한다. 그 결과, 약한 n형 영역(210, 211, 212)이 형성된다.

그 다음, p채널형 TFT의 활성층(203)을 덮는 포토레지스트로 된 마스크(213)를 형성하는 동시에, 화소 TFT의 활성

층(205)의 게이트 전극(209)의 단부와 게이트 전극(209)에 평행하게 그 단부로부터 3 μm 떨어진 부분까지를 덮는 

포토레지스트로 된 마스크(214)를 형성한다. 그 다음, 이온 도핑법에 의해, 포스핀을 도핑 가스로 하여 활성층 내에 

인을 재차 주입한다. 도즈량은 1×10  14 ∼5×10  15 원자/cm  2 으로 한다. 그 결과, 강한 n형 영역(소스/드레인)(215,

216)이 형성된다. 화소 TFT의 활성층(205)의 약한 n형 영역(212)에서는, 이 도핑시에 마스크(214)로 덮인 영역(217

)내에는 인이 주입되지 않기 때문에, 그 영역이 약한 n형으로 잔존한다.(도 2C)

이어서, 도 2D에 나타낸 n채널형 TFT의 활성층(204, 205)을 포토레지스트로 만들어진 마스크(218)로 덮고, 이온 도

핑법에 의해 디보란(B  2 H  6 )을 도핑 가스로 하여 섬형상 영역(203)내에 붕소(B)를 주입한다. 도즈량은 5×10 
 14

∼8×10  15 원자/cm  2 으로 한다. 이 도핑에서, 붕소의 도즈량은 도 2C의 인의 도즈량을 초과하기 때문에, 약한 n형 

영역(저농도 불순물영역)(210)이 강한 p형 영역(219)으로 반전된다.

도 2B∼도 2D에 나타낸 도핑공정을 통해, 강한 n형 영역(소스/드레인)(215, 216), 강한 p형 영역(소스/드레인)(219) 

및 약한 n형 영역(저농도 불순물영역)(217)이 형성된다. 본 실시예에서는, 저농도 불순물영역(217)의 폭(x)을 약 3 

μm로 하였다.

그후, 도핑된 영역에 대하여 450∼850℃로 0.5∼3시간 열 어닐을 행하여, 도핑에 의한 손상된 영역을 회복시킨다. 그

결과, 도핑 불순물이 활성화되고, 규소의 결정성이 회복된다.

그후, 도 2E 및 도 5에 나타낸 바와 같이, 플라즈마 CVD법에 의해 층간절연막(220)으로서 두께 3000∼6000 Å의 

산화규소막을 기판의 전면(全面)에 형성한다. 본 실시예에서는, 층간절연막(220)의 두께를 4000 Å로 하였다. 이 층

간절연막(220)은 질화규소막으로 이루어진 단일층 막 또는 산화규소막과 질화규소막으로 이루어진 다층 막으로 만들

어질 수도 있다. 층간절연막(220)을 에칭하여, 소스/드레인(219, 215, 216)과 도 3에 나타낸 배선(303)의 접속 단부(

303a)에 대한 콘택트 홀을 형성한다.

그 다음, 두번째 층의 배선/전극의 출발막을 형성한다. 본 실시예에서는, 두께 1000 Å의 티탄막과, 두께 2000 Å의 

알루미늄막과, 두께 1000 Å의 티탄막을 스퍼터링법에 의해 연속적으로 형성하였다. 이 3층 막을 에칭하여, 주변 구

동회로 TFT의 전극/배선(221, 222, 223)과 화소 TFT의 전극/배선(224, 225)을 형성하는 동 시에, 도 4 및 도 6에 

나타낸 바와 같이 시일재 형성 영역(107)에 전기적으로 접속되지 않은 두번째 층의 더미 배선(304)을 형성한다. 도 6
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은 도 4의 영역(R1∼R4)의 A-A'선을 따라 취한 단면도이다.

도 4에 나타낸 바와 같이, 두번째 층의 더미 배선(304)은 첫번째 층의 전극/배선의 출발막(규소막)으로 형성된 첫번째

층의 더미 배선(301), 배선(302) 및 배선(303) 사이에 형성되는 각각의 간격에 균일하게 배치된다. 이 때문에, 도 6에

나타낸 바와 같이, 시일재 형성 영역(107)의 하부 구조가 균일하게 될 수 있다. 더미 배선(304)은, 하나의 배선이 주

사선 구동회로측 영역(R1)과 주사선 연장측 영역(R3)으로 분할되고, 마찬가지로, 하나의 배선이 신호선 구동회로측 

영역(R2)과 신호선 연장측 영역(R4)으로 분할되도록 형성된다.

또한, 본 실시예에서는, 도 3에 나타낸 바와 같이, 소자 기판(101)의 외부 회로 또는 외부 단자와의 접속을 위해, 시일

재 형성 영역(107)을 가로지르는 배선 패턴(배선(302)과 배선(303))이 첫번째 층의 배선의 출발막으로 형성되도록 

설계되고, 두번째 층의 배선은 시일재 형성 영역(107)의 외부까지 연장하지 않도록 설계되어, 시일재 형성 영역(107)

의 하부 구조의 단차가 더욱 균일하게 된다.

따라서, 화소부(102)가 신호선 연장측 영역(R4)에서 패널 외부의 다른 회로에 접속되게 하기 위해, 두번째 층의 전극

/배선의 출발막(티탄/알루미늄/티탄막)을 패터닝하는데 있어서, 접속 단부(303a)에서 배선(303)에 접속되는 배선(30

5)이 형성된다. 배선(303)과 배선(305)은 화소부(102)가 패널 외부의 다른 회로에 접속될 수 있게 한다.

두번째 층의 더미 배선(304)의 피치는 주사선(106)의 피치로 설정된다. 즉, 그 더미 배선의 피치가 배선(305)의 피치

와 동일하게 만들어지고, 두번째 층의 더미 배선(304)의 폭이 30 μm로 설정된다. 첫번째 층의 더미 배선(301), 배선

(302) 및 배선(303) 사이의 각각의 간격은 대략 50 μm로 설정되고, 두번째 층의 더미 배선(304)의 단부 면과 첫번째

층의 더미 배선(301), 배선(302) 및 배선(303)의 단부 면 사이의 간격은 대략 10 μm로 설정된다.

그 다음, 두번째 층의 전극/배선의 출발막(티탄/알루미늄/티탄막)을 패터닝한 후, 도 2E 및 도 6에 나타낸 바와 같이, 

플라즈마 CVD법에 의해 패시베이션막(227)으로서 두께 1000∼3000 Å의 질화규소막을 형성한다.

도 6에 나타낸 바와 같이, 시일재 형성 영역(107)에서, 두번째 층의 더미 배선(304)은, 첫번째 층의 더미 배선(301) 

및 배선(302, 303)이 형성되지 않은 영역에서 등간격으로 층간절연막(220)상에 배치되어, 도 4의 A-A'선을 따라 취

한 단면구조, 즉, 시일재 형성 영역(107)의 외측 주변을 따라서의 단면구조를 동일하게 만들 수 있다. 그 다음, 두번째

층의 더미 배선(304)의 표면에 패시베이션막(227)을 형성하여, 시일재 형성 영역(107)의 표면을 평탄화 할 수 있다.

시일재 형성 영역(107)의 외측 주변을 따라서의 단면구조를 동일하게 만들기 위해, 첫번째 층의 전극/배선의 출발막

으로 형성된 더미 배선(301), 배선(302) 및 배선(303)만이 배치될 수 있다. 이들 배선(301, 302, 303)들 사이의 간격

이 약 50 μm인 것과 비교하여, 그들의 폭은 약 10 μm로 작다. 그 결과, 그들의 강도가 보상될 수 없기 때문에, 두번

째 층의 더미 배선(304)을 형성하여 시일재의 하부 구조 가 보강되게 한다.

또한, 본 실시예에서는, 시일재 형성 영역(107)의 하부 구조의 단차를 균일하게 하기 위해, 두번째 층의 더미 배선(30

4)이 첫번째 층의 더미 배선(301), 배선(302) 및 배선(303)와 겹치지 않도록 하는 것이 중요하다. 단부 면들 사이의 

간격이 약 10 μm이면, 마스크의 정렬오차 등을 고려하더라도, 두번째 층의 더미 배선(304)이 첫번째 층의 더미 배선

(301), 배선(302) 및 배선(303)과 겹치는 것이 방지될 수 있다.

본 실시예에서는, 더미 배선(301, 304)이 시일재 형성 영역(107)의 폭보다 길게 형성되지만, 그들 더미 배선(301, 30

4)은 시일재 형성 영역(107)로부터 돌출하지 않도록 형성될 수 있다.

외부 단자(108)와 접속되는 배선(109)의 구조는 신호선 연장측 영역(R4)에 배치된 배선(303, 305)의 구조와 동일할 

수도 있다. 시일재 형성 영역을 가로지르는 배선은 첫번째 층의 배선의 출발막으로 형성된다. 그 다음, 첫번째 층의 배

선에 접속되는 배선이 신호선 구동회로(103), 주사선 구동회로(104) 및 외부 단자(108)와 접속되도록 두번째 층의 배

선의 출발막으로 형성된다.

그 다음, 패시베이션막(227)을 에칭하여, 화소 TFT의 전극(225)에 도달하는 콘택트 홀을 형성한다. 마지막으로, 스

퍼터링법에 의해 형성된 두께 500∼1500 Å의 ITO(산화인듐주석)막을 에칭하여 화소전극(228)을 형성한다. 이렇게 

하여, 주변 논리회로와 액티브 매트릭스 회로가 일체로 형성된다.(도 2E)

이하, 액티브 매트릭스형 액정표시패널의 조립공정을 설명한다.

도 2∼도 6에 나타낸 공정에 의해 얻어진 TFT 기판과 컬러 필터 기판을 충분히 세정하여, 표면처리에 사용된 에칭액

또는 레지스트 박리액과 같은 각종 화학약품을 제거한다.

그 다음, 컬러 필터 기판과 TFT 기판에 배향막을 부착한다. 배향막은 일정한 절제홈을 가지며, 그 홈을 따라 액정분

자들이 균일하게 배열된다. 사용되는 배향막 재료는 부틸 셀로솔브 또는 n-메틸 피롤리돈의 용매에 약 10 중량%의 

폴리이미드를 용해하여 얻어진 것이다. 이것을 "폴리이미드 바니쉬"라 부른다. 폴리이미드 바니쉬를 플렉소그래픽 프

레스(flexographic press)에 의해 프린트한다.

그 다음, TFT 기판과 컬러 필터 기판 모두에 부착된 배향막을 가열 및 경화시킨다. 이것을 "베이킹(baking)"라고 부

른다. 이 베이킹은 최고 사용온도 약 300℃의 열풍을 공급하여 가열함으로써 폴리이미드 바니쉬를 베이킹 및 경화시

키는 것이다.

이어서, 배향막이 부착된 유리기판의 표면을 러빙(rubbing)처리한다. 이 러빙처리에서, 그 표면을 털의 길이가 2∼3 

mm인 버프(buff)천(레이온, 나이론 등으로 된 직물)으로 일정한 방향으로 문질러, 미세한 홈을 형성한다.

그 다음, 중합체계, 유리계 또는 실리카계의 구형(球形) 스페이서를 TFT 기판과 컬러 필터 기판중 어느 하나에 산포

한다. 스페이서를 산포하는 방식으로서는, 스페이서를 순수 물이나 알코올과 같은 용매와 혼합한 다음, 유리기판 상에

산포하는 습식 방식과, 용매의 사용없이 유리기판상에 스페이서를 산포하는 건식 방식이 있다.

그후, TFT 기판의 외측 프레임에 시일재를 도포한다. 시일재의 도포는 TFT 기판을 컬러 필터 기판에 접합하고, 주입

된 액정재료가 외부로 유출되는 것을 방지하는 기능을 한다. 시일재의 재료는 에틸 셀로솔브의 용매에 에폭시 수지와

페놀 경화제를 용해하여 얻어진 것이 사용된다. 시일재의 도포 후, 2개의 유리기판을 접합한다. 이들 유리기판을 접합

하는 방법은 160℃의 고온에서 가압하여 약 3시간 시일재를 경화시키는 가열경화 방식이다.
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소자 기판과 컬러 필터 기판을 접합하여 얻어진 액티브 매트릭스형 액정표시장치속에 그의 액정 주입구로부터 액정

재료를 삽입하고, 액정재료의 삽입 후에 액정 주입구를 에폭시 수지로 밀봉한다. 이렇게 하여, 액티브 매트릭스형 액

정표시장치가 조립된다.

[실시예 2]

본 실시예 2는 실시예 1의 변형예로서, 도 1에 나타낸 액정 패널에서 시일재 형성 영역(107)의 배선이 가로지르지 않

는 영역의 첫번째 층의 더미 배선에 관한 것이다.

실시예 1에서는, 첫번째 층의 선형 더미 배선(301)과 두번째 층의 선형 더미 배선(304)이 교대로 배치되어 있기 때문

에, 패터닝이 용이하다. 그러나, 배선 패턴이 시일재 형성 영역(107)을 가로지르도록 배치되기 때문에, 배선, 층간절

연막(220) 및 페시베이션막(227) 사이의 계면으로부터 수분이 침입하기 쉽다. 본 실시예에서는, 시일재 형성 영역(10

7)에서, 도 4에 나타낸 배선(302, 303)에서와 같이, 화소부(102)와 주변 구동회로(103, 104)를 시일재 외부의 회로에

전 기적으로 접속하는 배선이 가로지르지 않는 영역에 첫번째 층의 더미 배선(301)이 분리없이 형성되므로, 외부로부

터 수분이 침입하는 것을 방지한다.

도 7 및 도 8은 본 실시예에 따른 시일재의 하부 구조를 제작하는 공정을 나타내는 도면으로서, 도 7 및 도 8은 각각, 

시일재 형성 영역(107)의 개략 상면도와 도 1에서 타원으로 나타낸 영역(R1∼R4)의 확대도를 나타낸다.

본 실시예에서는, 더미 배선이 실시예 1에서와 같이 TFT와 함께 제작된다. 또한, 전기적으로 접속된 배선이 시일재 

형성 영역(107)을 가로지르는 영역, 즉, 주사선 연장측 영역(R3) 및 신호선 연장측 영역(R4)과, 외부 단자(108)에 접

속된 배선(109)은 실시예 1의 것과 구조가 동일하다. 이하, 시일재 형성 영역(107)에 전기적으로 접속되지 않은 첫번

째 층의 더미 배선(401)을 도 7 및 도 8을 참조하여 설명한다.

첫번째 층의 전극/배선을 형성하는 알루미늄막과 같은 출발막이, 예를 들어, 3000 Å의 두께로 형성된다. 도 7에 나

타낸 바와 같이, TFT의 게이트전극/배선이 형성되는 것과 함께 주사선 구동회로측 영역(R1)과 신호선 구동회로측 영

역(R2)에 구형파 형상의 첫번째 층의 더미 배선(401)이 형성되도록 그 출발막을 패터닝한다. 주사선 구동회로측 영역

(R1)과 신호선 구동회로측 영역(R2)에서, 첫번째 층의 더미 배선(401)의 피치(P1, P2)는 주사선(106) 및 신호선(105

)의 피치와 동일하게 설정되고, 본 실시예에서는 약 50 μm로 설정되며, 첫번째 층의 더미 배선(401)의 폭은 10 μm

로 설정된다. 또한, 첫번째 층의 더미 배선(401)은 시일재 형성 영역(107)으로부터 돌출하지 않도록 설계된다.

도 7의 B-B'선을 따라 취한 단면도가 도 5에 대응한다. 도 7에 나타낸 바와 같이, 본 실시예에서는, 첫번째 층의 더미

배선(401)과 배선(302, 303)이 시일재 형성 영역(107)에서 등간격으로 배치되기 때문에, 시일재 형성 영역(107)의 

단면구조가 균일하게 될 수 있다.

이 상태에서, 시일재 형성 영역(107)의 외측 주변을 따라서의 단면구조가 동일하게 될 수 있다. 그러나, 첫번째 층의 

배선의 출발막으로 형성된 첫번째 층의 더미 배선(401)들 사이의 간격이 약 50 μm인 것과 비교하여, 그들의 폭은 약

10 μm로 작다. 그 결과, 그들의 강도가 보상될 수 없기 때문에, 시일재의 하부 구조가 보강되도록 층간절연막(220)

상에 더미 배선(402)(도 8 참조)이 형성된다.

층간절연막(220)이 약 4000 Å의 두께로 형성된 후, 두번째 층의 전극/배선의 출발막으로서, 티탄막이나, 티탄과 알

루미늄으로 이루어진 적층막 등이 4000 Å의 두께로 형성된다. 그 출발막을 패터닝하여, TFT의 소스/드레인 전극/배

선을 형성하는 것과 함께 도 8에 나타낸 바와 같이 두번째 층의 선형 더미 배선(402)을 등간격으로 형성한다. 두번째 

층의 더미 배선(402)은, 첫번째 층의 더미 배선(401)이 형성되지 않은 영역에 두번째 층의 더미 배선이 매립되도록 

그리고 두번째 층의 더미 배선이 첫번째 층의 더미 배선(401)과 겹치지 않도록 형성된다. 그후, 두번째 층의 전극/배

선의 출발막(티탄/알루미늄/티탄막)을 패터닝한 후, 패시베이션막(227)으로서 두께 1000∼3000 Å의 질화규소막을 

형성한다. 도 8의 B-B'선을 따라 취한 단면도가 도 6에 대응한다.

도 8에 나타낸 바와 같이, 본 실시예에서는, 시일재 형성 영역(107)에서, 두 번째 층의 더미 배선(402)이, 첫번째 층의

더미 배선(401)이 형성되지 않은 영역에서 등간격으로 층간절연막(220)상에 배치되어, 도 6에 나타낸 시일재 형성 

영역의 외측 주변을 따라 취한 단면구조를 동일하게 할 수 있다. 또한, 두번째 층의 더미 배선(304)의 표면에 패시베

이션막(227)을 형성함으로써, 시일재 형성 영역(107)의 표면을 평탄화 할 수 있다.

특히, 시일재 형성 영역(107)의 하부 구조의 단차를 균일하게 하기 위해서는, 두번째 층의 더미 배선(402)이 첫번째 

층의 더미 배선(401)과 겹치지 않도록 하는 것이 중요하다. 단부 면들 사이의 간격이 약 10 μm이면, 마스크 정렬오

차 등을 고려하더라도, 첫번째 층의 더미 배선(401)과 두번째 층의 더미 배선(402)이 겹치는 것이 방지될 수 있다.

본 실시예에서는, 분리되지 않은 더미 배선(401)을, 배선이 가로지르지 않는 영역, 구체적으로는 시일재 형성 영역(1

07)의 영역(R1, R2)에 형성하기 때문에, 시일재 형성 영역(107)을 가로지르는 단면구조(B-B'선에 직교하는 선에 따

른 단면구조)에 더미 배선(401)이 항상 존재하므로, 외부로부터 수분이 침입하는 것을 방지할 수 있다.

[실시예 3]

본 실시예 3은 실시예 1의 첫번째 층의 배선의 변경예로서, 단지 한 층의 배선이 시일재 형성 영역(107)에 배치되어 

있다. 실시예 1에서는, 첫번째 층의 더미 배선(301)과 두번째 층의 더미 배선(304)이 교대로 배치되어 있기 때문에, 

패터닝이 용이하다. 그러나, 도 6의 단면도에 나타낸 바와 같이, 첫번째 층의 더미 배선(301), 두번째 층의 더미 배선(

304), 층간절연막(220) 및 패시베이션막(227) 사이의 계면으로부터 수분이 침입하기 쉽다. 본 실시예는, 수분이 침입

하는 것을 방지하기 위해, 시일재 형성 영역(107)에서의 첫번째 층의 배선의 형상을 고안한 것이다.

도 9는 본 실시예에 따른 시일재 형성 영역(107)의 상면도로서, 주사선 구동회로측 영역(R1)과 신호선 구동회로측 영

역(R2)의 부근을 나타내는 확대도이다. 도 10은 도 9의 D-D'선을 따라 취한 단면도이고, 도 11은 도 9의 C-C'선을 

따라 취한 단면도이다. 또한, 본 실시예에서의 시일재의 하부의 더미 배선은 실시예 1에서와 같이 TFT와 함께 제작

된다.
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첫번째 층의 전극/배선을 형성하는 알루미늄막과 같은 출발막이, 예를 들어, 3000 Å의 두께로 형성된다. 그 출발막

을 패터닝하여, 도 9에 나타낸 바와 같이, TFT의 게이트 전극/배선이 형성되는 것과 함께, 전기적으로 접속되지 않은

더미 배선(501)이 형성되도록 한다. 표면에는, 도 10 및 도 11에 나타낸 바와 같이, 층간절연막(220)과 패시베이션막

(227)이 TFT 제작공정에 따라 순차적으로 서로 적층된다. 두번째 층의 전극/배선의 출발막으로 만들어진 배선 패턴

이 실시예 1 및 2에서와 같이 더미 배선(501)과 겹치지 않도록 층간절연막(220)상에 형성될 수도 있다.

더미 배선(501)의 종방향에 직교하는 분지부(501a)들이 더미 배선(501)의 시일재 형성 영역(107)의 외측 가장자리

측에 등간격으로 형성된다. 이들 분지부(501a)는 더미 배선(501)들 사이의 간격을 매립하도록 인접 더미 배선(501) 

의 분지부(501a)들과 교호(交互)한다. 따라서, 시일재 형성 영역(107)을 가로지르는 임의의 단면구조(C-C'선에 직교

하는 선에 따른 단면구조)로 더미 배선(501)이 항상 존재하기 때문에, 외부로부터 수분이 침입하는 것이 방지된다.

외부로부터 수분이 침입하는 것을 방지하기 위해서는, 시일재 형성 영역(107)의 폭(W)이 대략 수 mm이기 때문에, 분

지부(501a)들이 형성되는 영역의 길이(L)는 대략 100∼500 μm로 설정될 수 있다. 또한, 더미 배선(501)의 피치는 

화소들의 피치와 동일하게 만들어지고, 분지부(501a)들이 형성된 부분에서, 배선간의 단락을 방지하기 위해, 인접한 

더미 배선(501)들의 단부 면들 사이의 간격의 최소값은 약 5∼10 μm로 설정되는 것이 바람직하다.

본 실시예에서는, 주사선 구동회로측 영역(R1)과 신호선 구동회로측 영역(R2)에 형성되는 더미 배선(501)만을 설명

하였다. 주사선 연장측 영역(R3)에서는, 더미 배선(501)이 시일재 형성 영역(107)을 가로지르도록 형성되고, 화소측

과 기판 외측까지 연장한다. 또한, 신호선 연장측 영역(R4)에서는, 더미 배선(501)이 기판 외측까지 연장하여 접속 단

부가 도 3에 나타낸 배선(303)처럼 화소측에 형성될 수 있도록 설계된다.

그 결과, 분지부(501a)를 갖는 배선 패턴이 시일재 형성 영역(107)의 외측 가장자리부측에 균일하게 배치되기 때문

에, 도 1에 나타낸 시일재 형성 영역(107)에 배치되는 시일재의 하부 구조가 도면에서 상하좌우로 대칭으로 될 수 있

다. 그 결과, 기판들이 함께 접합될 때 기판에 압력이 균일하게 가해질 수 있다.

실시예 1∼3에서는, 시일재 형성 영역(107)에 배치된 기판간격 보정수단의 최상층이 패시베이션막(227)으로 형성된

다. 다른 방법으로는, 화소전극(228), 블랙 매트릭스 등이 화소부(102)의 제작공정에 따라 패시베이션막(227)의 표면

에 추가로 형성될 수도 있다.

[실시예 4]

실시예 1 및 2에서는, 시일재의 하부 구조를 균일하게 만들기 위해, 시일재 형성 영역에서 첫번째 층의 배선의 단부 

면과 두번째 층의 배선의 단부 면이 겹치지 않도록 설계되었다. 그러나, 본 실시예 4에서는, 첫번째 층의 배선의 단부 

면과 두번째 층의 배선의 단부 면이 겹쳐, 시일재와 화소부 사이에 형성된 단차가 작게 되게 한다. 도 12는 주사선 구

동회로측 또는 신호선 구동회로측의 영역만을 나타내는, 본 실시예에 따른 기판간격 보정수단의 상면도이다. 또한, 도

13은 도 12의 E-E'선을 따라 취한 단면도이다.

본 실시예는 도 4 및 도 6에 나타낸 실시예 1의 두번째 층의 더미 배선의 변형예이다. 먼저, 주사선(602)의 출발막으

로부터 첫번째 층의 선형 더미 배선이 시일재 형성 영역에 형성된다. 그 다음, 층간절연막(220)의 형성 후, 신호선(60

3)의 출발막을 패터닝하여 두번째 층의 더미 배선(601)을 형성한다. 이 더미 배선(601)은 첫번째 층의 더미 배선(301

)과 겹치도록 그리고 그 첫번째 층의 더미 배선(301)이 형성되지 않은 영역을 매립하도록 등간격으로 형성된다.

그 결과, 시일재의 하부 구조가 균일하게 될 수 있기 때문에, 기판들을 접합할 때 시일재에 압력이 균일하게 가해질 수

있다. 또한, 주사선(602)과 신호선(603)이 겹치는 부분의 것과 거의 동일한 단차를 갖는 볼록부가 시일재 형성 영역

에 등간격으로 배치된다. 따라서, 기판들을 접합하는 압력이 시일재 형셩 영역의 볼록부에서 지지되기 때문에, 주사선

(602)과 신호선(603)이 상하 사이에서 단락되는 것을 스페이서가 방지할 수 있다.

본 실시예에서는, 두번째 층의 더미 배선(601)이 시일재 형성 영역(107)의 폭보다 짧게 설정되지만, 시일재 형성 영

역(107)의 폭보다 길게 형성될 수도 있다.

[실시예 5]

본 실시예 5에서는, 시일재와 화소부 사이의 단차가 작게 되도록 첫번째 층의 배선의 단부 면과 두번째 층의 배선의 

단부 면이 겹쳐진다. 도 14는 주사선 구동회로측 또는 신호선 구동회로측의 영역만을 나타내는, 본 실시예에 따른 기

판간격 보정수단의 상면도이다. 또한, 도 15는 도 14의 F-F'선을 따라 취한 단면도이다.

본 실시예는 도 8에 나타낸 실시예 2의 두번째 층의 더미 배선의 변형예이다. 먼저, 시일재 형성 영역에서, 첫번째 층

의 선형 더미 배선이 주사선(702)의 출발막으로 형성된다. 그 다음, 층간절연막(220)의 형성 후, 신호선(703)의 출발

막을 패터닝하여 두번째 층의 더미 배선(701)을 형성하고, 그 표면에 패시베이션막(227)을 형성한다. 그 두번째 층의

더미 배선(701)은 첫번째 층의 더미 배선(401)과 겹치도록 그리고 그 첫번째 층의 더미 배선(401)이 형성되지 않은 

영역을 매립하도록 등간격으로 형성된다. 그 결과, 시일재의 하부 구조가 균일하게 될 수 있기 때문에, 기판들을 접합

할 때 시일재에 압력이 균일하게 가해질 수 있다. 또한, 주사선(702)과 신호선(703)이 겹치는 부분의 단차와 거의 동

일한 단 차를 갖는 볼록부가 시일재 형성 영역에서 등간격으로 배치된다. 따라서, 기판들을 접합하는 압력이 시일재 

형성 영역의 볼록부에서 지지되기 때문에, 주사선(702)과 신호선(703)이 상하 사이에서 단락되는 것을 스페이서들이

방지할 수 있다.

실시예 4 및 5에서는, 시일재 형성 영역(107)에 배치된 기판간격 보정수단의 최상층이 패시베이션막(227)으로 형성

된다. 다른 방법으로는, 화소전극(228), 블랙 매트릭스 등이 화소부(102)의 제작방법에 따라 패시베이션막(227)의 표

면에 추가로 형성될 수도 있다. 그 결과, 기판간격 보정수단의 단차가 화소부의 단차와 더욱 동일하게 될 수 있다.

발명의 효과
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상기한 바와 같이, 본 발명에 따른 액정표시장치에서는, 기판간격 보정수단에 의해 보정된 단차가 균일하게 될 수 있

기 때문에, 시일재 자체의 단차도 균일하게 될 수 있다. 또한, 기판간격 보정수단이 스페이서로도 매트릭스 회로가 시

일재로부터 돌출하는 것을 방지한다. 따라서, 기판들이 함께 접합될 때, 배선이 주변 구동회로에서 상하로 단락되는 

것이 방지될 수 있어, 주변 구동회로 일체형 액정표시장치의 생산수율과 신뢰성을 향상시킬 수 있다. 또한, 기판간격

이 균일하게 유지될 수 있기 때문에, 표시 불균일이 없게 되어, 높은 정밀도의 표시를 가능하게 한다.

또한, 본 발명에 따른 기판간격 보정수단은 공정수를 증가시키지 않고 매트릭스 회로와 주변 구동회로를 함께 제작할

수 있게 한다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
적어도 하나의 측부 가장자리를 가진 제1 기판;

상기 제1 기판 위에서 제1 방향으로 연장하는 다수의 제1 도전 라인;

상기 제1 기판 위에서, 상기 제1 방향에 직교하는 제2 방향으로 연장하는 다수의 제2 도전 라인;

상기 제1 도전 라인들과 상기 제2 도전 라인들의 각 교차부에 배치된 다수의 박막트랜지스터;

상기 박막트랜지스들 각각에 각각 전기적으로 접속된 다수의 화소전극;

상기 제1 도전 라인들과 상기 제2 도전 라인들 사이에 배치된 층간절연막;

상기 제1 기판과 대향하는 제2 기판;

상기 제1 기판 및 제2 기판의 주변에 배치되고, 일 부분이 상기 측부 가장자리에 인접하는 시일재(seal材); 및

상기 시일재의 상기 부분과 상기 제1 기판 사이에 끼워져 있고, 상기 제2 도전 라인들과 동일한 재료로 이루어진 도전

층을 포함하고;

상기 도전 층이 상기 제2 도전 라인들의 피치보다 긴 길이로 상기 측부 가장자리를 따라 연속적으로 연장하는 것을 

특징으로 하는 표시장치.

청구항 2.
적어도 하나의 측부 가장자리를 가진 제1 기판;

상기 제1 기판 위에서 제1 방향으로 연장하는 다수의 주사선;

상기 제1 기판 위에서 제2 방향으로 연장하는 다수의 신호선;

상기 주사선들과 상기 신호선들의 각 교차부에 배치된 다수의 박막트랜지스터;

상기 박막트랜지스들 각각에 각각 전기적으로 접속된 다수의 화소전극;

상기 주사선들과 상기 신호선들 사이에 배치된 층간절연막;

상기 제1 기판과 대향하는 제2 기판;

상기 제1 기판 및 제2 기판의 주변에 배치되고, 일 부분이 상기 측부 가장자리에 인접하는 시일재; 및

상기 시일재의 상기 부분과 상기 제1 기판 사이에 끼워져 있고, 상기 주사선들과 동일한 재료로 이루어진 도전 층을 

포함하고;

상기 도전 층이 상기 주사선들중 인접하는 주사선들의 피치보다 긴 길이로 상기 측부 가장자리를 따라 연속적으로 연

장하는 것을 특징으로 하는 표시장치.

청구항 3.
제1 기판;

상기 제1 기판 위에서 제1 방향으로 연장하는 다수의 주사선;

상기 제1 기판 위에서 제2 방향으로 연장하는 다수의 신호선;

상기 주사선들과 상기 신호선들의 각 교차부에 배치된 다수의 박막트랜지스터;

상기 박막트랜지스들 각각에 각각 전기적으로 접속된 다수의 화소전극;

상기 주사선들과 상기 신호선들 사이에 배치된 층간절연막;

상기 제1 기판과 대향하는 제2 기판;

상기 제1 기판 및 제2 기판의 주변에 배치되고, 일 부분이 상기 측부 가장자리에 인접하는 시일재; 및

상기 제1 기판과 상기 시일재의 상기 부분 사이에 끼워져 있고, 상기 신호선들과 동일한 재료로 이루어진 다수의 도전

층을 포함하고;

상기 다수의 도전 층이 상기 다수의 주사선들에 겹치지 않도록 상기 시일재의 상기 부분 아래에서 상기 다수의 주사

선들 사이에 배치된 것을 특징으로 하는 표시장치.

청구항 4.
제1 쌍의 대향된 측부 가장자리와 제2 쌍의 대향된 측부 가장자리를 가진 제1 기판;

상기 제1 기판 위에서 상기 제1 쌍의 대향된 측부 가장자리를 따라 제1 방향으로 연장하는 다수의 주사선;

상기 다수의 주사선들 위에 형성된 층간절연막;

상기 층간절연막 위에서 상기 제2 쌍의 대향된 측부 가장자리를 따라 제2 방향으로 연장하는 다수의 신호선;

상기 주사선들과 상기 신호선들의 각 교차부에 배치된 다수의 박막트랜지스터;

상기 박막트랜지스들 각각에 각각 전기적으로 접속된 다수의 화소전극;

상기 제1 기판과 대향하는 제2 기판;

상기 제1 기판 및 제2 기판의 주변에 배치되고, 일 부분이 상기 제1 쌍의 대향된 측부 가장자리들중 하나에 인접하여 
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위치되는 시일재;

상기 제1 기판과 상기 시일재의 상기 부분 사이에 끼워져 있고, 상기 층간절연막으로 덮혀 있고, 상기 주사선들과 동

일한 재료로 이루어진 제1의 다수의 도전 층; 및

상기 층간절연막과 상기 시일재의 상기 부분 사이에 끼워져 있고, 상기 신호선들과 동일한 재료로 이루어진 제2의 다

수의 도전성 층을 포함하고;

상기 다수의 신호선들이 상기 제1의 다수의 도전 층들에 전기적으로 접속되어 있고, 상기 제2의 다수의 도전 층들이 

상기 주사선들과 상기 신호선들중 어느 하나로부터 전기절연되어 있는 있는 것을 특징으로 하는 표시장치.

청구항 5.
적어도 하나의 측부 가장자리를 가진 제1 기판;

상기 제1 기판 위에서 제1 방향으로 연장하는 다수의 제1 도전 라인;

상기 제1 기판 위에서, 상기 제1 방향에 직교하는 제2 방향으로 연장하는 다수의 제2 도전 라인;

상기 제1 도전 라인들과 상기 제2 도전 라인들의 각 교차부에 배치된 다수의 제1 박막트랜지스터;

상기 제1 박막트랜지스들 각각에 각각 전기적으로 접속된 다수의 화소전극;

상기 제1 도전 라인들과 상기 제2 도전 라인들 사이에 배치된 층간절연막;

상기 제1 기판과 대향하는 제2 기판;

상기 제1 기판 및 제2 기판의 주변에 배치되고, 일 부분이 상기 측부 가장자리에 인접하는 시일재;

상기 제1 기판 위에 형성된 적어도 하나의 제2 박막트랜지스터를 포함하고, 상기 시일재에 의해 둘러싸인 영역 내에 

배치된 구동회로; 및

상기 제1 기판과 상기 시일재의 상기 부분 사이에 끼워져 있고, 상기 제2 도전 라인들과 동일한 재료로 이루어진 도전

층을 포함하고;

상기 도전 층이 상기 제2 도전 라인들의 피치보다 긴 길이로 상기 측부 가장자리를 따라 연속적으로 연장하는 것을 

특징으로 하는 표시장치.

청구항 6.
적어도 하나의 측부 가장자리를 가진 제1 기판;

상기 제1 기판 위에서 제1 방향으로 연장하는 다수의 주사선;

상기 제1 기판 위에서 제2 방향으로 연장하는 다수의 신호선;

상기 주사선들과 상기 신호선들의 각 교차부에 배치된 다수의 제1 박막트랜지스터;

상기 제1 박막트랜지스들 각각에 각각 전기적으로 접속된 다수의 화소전극;

상기 주사선들과 상기 신호선들 사이에 배치된 층간절연막;

상기 제1 기판과 대향하는 제2 기판;

상기 제1 기판 및 제2 기판의 주변에 배치되고, 일 부분이 상기 측부 가장자리에 인접하는 시일재;

상기 제1 기판 위에 형성된 적어도 하나의 제2 박막트랜지스터를 포함하고, 상기 시일재에 의해 둘러싸인 영역 내에 

배치된 구동회로; 및

상기 제1 기판과 상기 시일재의 상기 부분 사이에 끼워져 있고, 상기 주사선들과 동일한 재료로 이루어진 도전 층을 

포함하고;

상기 도전 층이 상기 주사선들중 인접하는 주사선들의 피치보다 긴 길이로 상기 측부 가장자리를 따라 연속적으로 연

장하는 것을 특징으로 하는 표시장치.

청구항 7.
제1 기판;

상기 제1 기판 위에서 제1 방향으로 연장하는 다수의 주사선;

상기 제1 기판 위에서 제2 방향으로 연장하는 다수의 신호선;

상기 주사선들과 상기 신호선들의 각 교차부에 배치된 다수의 제1 박막트랜지스터;

상기 제1 박막트랜지스들 각각에 각각 전기적으로 접속된 다수의 화소전극;

상기 주사선들과 상기 신호선들 사이에 배치된 층간절연막;

상기 제1 기판과 대향하는 제2 기판;

상기 제1 기판 및 제2 기판의 주변에 배치되는 시일재;

상기 제1 기판 위에 형성된 적어도 하나의 제2 박막트랜지스터를 포함하고, 상기 시일재에 의해 둘러싸인 영역 내에 

배치된 구동회로; 및

상기 제1 기판과 상기 시일재의 상기 부분 사이에 끼워져 있고, 상기 신호선들과 동일한 재료로 이루어진 다수의 도전

층을 포함하고;

상기 주사선들이 상기 시일재의 일 부분 아래에서 그 부분을 넘어 연장하고, 상기 다수의 도전 층이 상기 시일재의 상

기 부분 아래에서 상기 주사선들 사이에 배치된 것을 특징으로 하는 표시장치.

청구항 8.
제1 쌍의 대향된 측부 가장자리와 제2 쌍의 대향된 측부 가장자리를 가진 제1 기판;

상기 제1 기판 위에서 상기 제1 쌍의 대향된 측부 가장자리를 따라 제1 방향으로 연장하는 다수의 주사선;

상기 다수의 주사선들 위에 형성된 층간절연막;

상기 층간절연막 위에서 상기 제2 쌍의 대향된 측부 가장자리를 따라 제2 방향으로 연장하는 다수의 신호선;

상기 주사선들과 상기 신호선들의 각 교차부에 배치된 다수의 제1 박막트랜지스터;

상기 제1 박막트랜지스들 각각에 각각 전기적으로 접속된 다수의 화소전극;
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상기 제1 기판과 대향하는 제2 기판;

상기 제1 기판 및 제2 기판의 주변에 배치되고, 일 부분이 상기 제1 쌍의 대향된 측부 가장자리들중 하나에 인접하여 

위치되는 시일재;

상기 제1 기판 위에 형성된 적어도 하나의 제2 박막트랜지스터를 포함하고, 상기 시일재에 의해 둘러싸인 영역 내에 

배치된 구동회로;

상기 제1 기판과 상기 시일재의 상기 부분 사이에 끼워져 있고, 상기 층간절연막으로 덮혀 있고, 상기 주사선들과 동

일한 재료로 이루어진 제1의 다수의 도전 층; 및

상기 층간절연막과 상기 시일재의 상기 부분 사이에 끼워져 있고, 상기 신호선들과 동일한 재료로 이루어진 제2의 다

수의 도전 층을 포함하고;

상기 다수의 신호선들이 상기 제1의 다수의 도전 층들에 각각 전기적으로 접속되어 있는 것을 특징으로 하는 표시장

치.

청구항 9.
제 8 항에 있어서, 상기 제2의 다수의 도전 층이 상기 주사선들과 상기 신호선들중 어느 하나로부터 전기절연되어 있

는 것을 특징으로 하는 표시장치.

청구항 10.
제 1 항 또는 제 5 항에 있어서, 상기 도전 층이 상기 제1 도전 라인들과 상기 제2 도전 라인들중 어느 하나로부터 전

기절연되어 있는 것을 특징으로 하는 표시장치.

청구항 11.
제 2 항 또는 제 6 항에 있어서, 상기 도전 층이 상기 주서선들과 상기 신호선들중 어느 하나로부터 전기절연되어 있

는 것을 특징으로 하는 표시장치.

청구항 12.
제 3 항 또는 제 7 항에 있어서, 상기 도전 층이 상기 주사선들과 상기 신호선들중 어느 하나로부터 전기절연되어 있

는 것을 특징으로 하는 표시장치.

청구항 13.
제 1 항, 제 2 항, 제 5 항, 제 6 항중 어느 한 항에 있어서, 상기 도전 층 이 구형파 형태로 연장하는 것을 특징으로 하

는 표시장치.

청구항 14.
제 1 항 내지 제 4 항중 어느 한 항에 있어서, 상기 박막트랜지스터들 각각이 탑 게이트형 박막트랜지스터인 것을 특

징으로 하는 표시장치.

청구항 15.
제 1 항 내지 제 4 항중 어느 한 항에 있어서, 상기 박막트랜지스터들 각각의 채널영역이 결정성 구조를 가지는 것을 

특징으로 하는 표시장치.

청구항 16.
제 5 항 내지 제 8 항중 어느 한 항에 있어서, 상기 제1 박막트랜지스터들 각각이 탑 게이트형 박막트랜지스터인 것을

특징으로 하는 표시장치.

청구항 17.
제 5 항 내지 제 8 항중 어느 한 항에 있어서, 상기 제1 박막트랜지스터들 각각의 채널영역이 결정성 구조를 가지는 

것을 특징으로 하는 표시장치.
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专利名称(译) 显示设备

公开(公告)号 KR100383163B1 公开(公告)日 2003-05-16

申请号 KR1020020006678 申请日 2002-02-06

[标]申请(专利权)人(译) 株式会社半导体能源研究所

申请(专利权)人(译) 株式会社绒布器肯kyusyo极限戴哦

当前申请(专利权)人(译) 株式会社绒布器肯kyusyo极限戴哦

[标]发明人 ZHANG HONGYONG

发明人 ZHANG,HONGYONG

IPC分类号 G02F1/1368 G02F1/1343 G02F1/1339 G02F1/1362 G02F1/133 G02F1/136 G02F1/1333

CPC分类号 G02F1/1339 G02F1/136286 G02F1/13454

优先权 1995350229 1995-12-21 JP

外部链接 Espacenet

摘要(译)

技术领域本发明涉及通过使密封材料的阶梯差异相同来提高液晶显示装
置的制造产量和可靠性。在区域R1和R2中形成未电连接的棱镜形式的第
一层的虚设布线301，并且在区域R3中形成从像素部分延伸的布线302并
且扫描线的起始膜被图案化，使得具有连接端部303a的布线303形成在
区域R4中。在这些表面上形成层间绝缘膜之后，对信号线的起始膜进行
图案化，从而形成第二层的虚设布线304，以填充布线301和布线303之
间的空间， （305）和布线（303）彼此连接。结果，可以使沿着密封重
整区域107的线A-A&#39;的截面结构相同。 1

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/cbd9d91b-3553-4f01-b4a3-97bba5db7a0e
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/018409101/publication/KR100383163B1?q=KR100383163B1

